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全ロット 永年

SH7055F-ZTAT
ハードウェア
マニュアル

SH7055F ハードウェアマニュアル
記号、DC 特性、端子名の訂正

HD64F7055R

　SH7055F ハードウェアマニュアルにおいて、AC スペックの記号、DC 特性、端子名
の記述に誤りがあるため訂正致します。

変更前：
P.845 図 22.26　自動消去モードのタイミング波形
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I/O7

I/O6

消去終了判定信号

消去正常終了

判定信号

変更後：

tenhFWE

I/O7

I/O6

消去終了判定信号

消去正常終了

判定信号
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A21～A0、D15～D0、/CS3～/CS0、/WRH、
/WRL、/RD、/BACK(メモリ外部拡張時の み)
PVcc1=3.3±0.3V

A21～A0、D15～D0、/CS3～/CS0、/WRH、
/WRL、/RD、(メモリ外部拡張時)PVcc1=3.3±
0.3V

A21～A0、D15～D0、/CS3～/CS0、/WRH、
/WRL、/RD(メモリ外部拡張時)PVcc1=3.3±
0.3V

D15～D0、/WAIT、/BREQ(メモリ外部拡張時)
PVcc1=3.3±0.3V

D15～D0、/WAIT、/BREQ(メモリ外部拡張時)

Ｅ／２

P.875,876　表 5.4　DC 特性

μA51.1-AIrefスタンバイ時

IOL=1.6mAV0.4--VOL

IOH=200μAV--PVcc1-0.5VOH

Vin=0.5～PVcc1-0.5VμA1.0-
(プルアップ
特性)|Its|

スリーステートリーク
電流(オフ状態)

出力ハイレベル電圧

Vin=0.5～PVcc-0.5VμA1.0--|Iin|

PVcc1=3.3V±0.3VVPVcc1+0.3-2.2VIH

PVcc=3.0V～5.5VVPVcc+0.3-Vcc-0.5VIH/RES、NMI、FWE、MD2～0、/HSTBY

基準電源電流

出力ローレベル電圧

入力リーク電流

入力ハイレベル電圧
(シュミットトリガ入力
端子を除く)

測定条件単位maxtypmin記号項目

変更前：

AVref=5VμA51.1-AIrefスタンバイ時

IOL=1.6mA
PVcc1=3.3V±0.3VV0.4--VOL

A21～A0、D15～D0、/CS3～/CS0、/WRH、
/WRL、/RD、/BACK(MCU 拡張モード時)

IOH=200μA
PVcc1=3.3V±0.3VV--PVcc1-0.5VOH

A21～A0、D15～D0、/CS3～/CS0、/WRH、
/WRL、/RD、/BACK(MCU 拡張モード時)

Vin=0.5～PVcc1-0.5V
PVcc1=3.3V±0.3VμA1.0--|Its|A21～A0、D15～D0、/CS3～/CS0、/WRH、

/WRL、/RD、/BACK(MCU 拡張モード時)
スリーステートリーク
電流(オフ状態)

出力ハイレベル電圧

Vin=0.5～PVcc1-0.5V
PVcc1=3.3V±0.3VμA1.0--|Iin|D15～D0、/WAIT、/BREQ(MCU 拡張モード

時)

PVcc1=3.3V±0.3VVPVcc1+0.3-2.2VIHD15～D0、/WAIT、/BREQ(MCU 拡張モード
時)

PVcc=3.0V～5.5VV5.8-Vcc-0.5VIH/RES、NMI、FWE、MD2～0、/HSTBY

基準電源電流

出力ローレベル電圧

入力リーク電流

入力ハイレベル電圧
(シュミットトリガ入力
端子を除く)

測定条件単位maxtypmin記号項目

変更後：

IOH=200μA
PVcc1=3.3V±0.3VV--PVcc1-0.5VOH

PE15～PE0、PF15～PF0、PH15～PH0(MCU
拡張モード時)出力ハイレベル電圧

PVcc1=3.3V±0.3VVPVcc1+0.3-2.2VIHPE15～PE0、PF15～PF0、PH15～PH0(MCU
拡張モード時)

IOL=1.6mA
PVcc1=3.3V±0.3VV0.4--VOL

PE15～PE0、PF15～PF0、PH15～PH0(MCU
拡張モード時)出力ローレベル電圧

Vin=0.5～PVcc1-0.5V
PVcc1=3.3V±0.3VμA1.0--|Iin|PE15～PE0、PF15～PF0、PH15～PH0(MCU

拡張モード時)
入力リーク電流

入力ハイレベル電圧
(シュミットトリガ入力
端子を除く)

測定条件単位maxtypmin記号項目

追加：

P.899　図 25.24　ブランチトレース時タイミング

変更前：
AUDSYNC
(出力)

変更後：
AUDSYNC
(出力)

P.899　図 25.25　RAM モニタ時タイミング

変更前：
AUDSYNC
(入力)

変更後：
AUDSYNC
(入力)


